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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Flussigkristallanzeige mit einem hohen Offnungsverhaltnis und ein Verfahren zur Herstellung derselben 

@ Flussigkristallanzeige, die folgendes umfafSt: 

ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von 
Gate-Bus-Leitungen und eine Anzah! von Daten-Bus-Lei- 
tungen, die normal zu der Anzaht von Gate-Bus-Leitungen 
auf dem transparenten isolierenden Substrat angeordnet 
sind, wobei ein Einheitsptxelbereich durch einen Bereich 
festgelegt ist, der durch ein Gate-Bus-Leitungen-Paar und 
ein Daten-Bus-Leitungen-Paar begrenzt ist; eine erste 
Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung innerhalb 
des Einheitspixelbereichs angeordnet ist; eine erste Iso- 
lierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; 
eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewahlten Ab- 
schnin der oberen Oberflache der ersten Isolierschicht 
ausgebildet ist; eine transparente Elektrode, die innerhalb 
des Einheitspixelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste 
transparente Elektrode um einen ausgewahlten Abstand 
von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontatct 
■ mit der ersten Elektrode ist; eine zweite Isolierschicht, die 
r auf der oberen Oberflache der ersten Isolierschicht ausge- 
bildet ist, die die erste transparente Elektrode und die 
zweite Elektrode enthalt; eine zweite transparente Elektro- 
de, die auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet ist, wo- 
bei die zweite transparente Elektrode teilweise im Uber- 
lapp mit dem Gate-Bus-Leitungen-Paar und dem Daten- 
Bus-Leitungen-Paar ist und in Kontakt mif der zweiten 
Elektrode durch die zweite Isolierschicht ist; und ein 
Schaltelement, das elektrisch mit der ... 
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Beschreibuag 

Die vorliegende Erfindung betrifft im allgeraeinen eine 
Anzeige. Genauer belrifft die vorliegende Erfindung eine 
RiissigkrlsLallanzeige. die transparenie Pixel-Elektroden 5 
mit einer Doppeischichtstruktur aufweist, wodurch sie ein 
hohes Offnungsverhalmis zeigt. Die vorliegende Erfindung 
stellt ein Verfahren zur Herstellung derselben bereii. 

Bei vielen Anwendungen haben Flussigkristallanzeigen 
("LCDs") Kathodenstrahlrohren ersetzt, die im allgemeinen 10 
als "CRTs" bckannt sind, und zwar aufgrund cincr Viclfalt 
von Griinden. Insbesondere sind die LCDs viel diinner und 
im allgemeinen leichter als herkommiiche CRTs. Breitere 
Anwendungen, die LCDs verwenden, erfordem eine Vielfalt 
von Eigenschaften, z. B. soil die TafelgroBe bzw. Schirm- iS 
groBe erhoht werden, die Trans mi ttanz des einfallenden 
Lichts verbessert werden, das Kontrastverhaltnis verbessert 
werden, der Sichtwinkel bzw. Beirachtungswinkel aufge- 
weitet werden und die Ansprech- bzw. Reaktionszeit redu- 
ziert werden. 20 

Es werden drei Verfahren zur Verbesserung der Transmit- 
tanz des einfallenden Lichts bereitgestellt Als erstes wird 
das Offhungsverhaltnis verbessert. Zweitens wird eine pola- 
risierende Platte mit hoher Transmittanz verwendeL Drittens 
wird cin Farb filter mit hohcr Transmittanz vcrwcndcL Untcr 25 
dies en drei Verfahren ist das erste Verfahren zur Verbesse- 
rung des Offnungsverhaltnis das am weitestens verbreitete. 

Fig. 1 zeigteine herkoimnliche Russigkxistallanzeige, die 
einen Dunnfilmtransistor als ein Schaltelement hat, um Da- 
tensignale zu schalten, die an eine Pixel-Hlektrode angelegt 30 
werden. 

Nimmt man Bezug auf Fig. 1, so ist ein transparentes iso- 
lierendes Substrat 1 bereitgestellt, obwohl es in der Zeich- 
nung nicht gezeigt ist, liegt ein anderes transparentes isolie- 
rendes Substrat dem transparenten isolierenden Substrat 1 35 
gegeniiber, wobei eine Flussigkristallschicht dazwischen 
liegt, Eine Gate-Bus-Leitung 10 und eine Daten-Bus-Lei- 
tung 20 sind auf der inneren Oberflache des transparenten 
isolierenden Substrats 1 angcordnct und die Lcitungcn 10 
und 20 sind zueinander orthogonal. Auf dem Kreuzungs- 40 
punkt der Leitungen 10 und 20 gibt es einen Diinnftlmtran- 
sistor 30. Der Dunnfilmtransistor 30 beinhaltet eine Gate- 
Elektrode 31, die sich von der Gate-Bus-Leitung 10 er- 
sLreckt, eine Source-Etektrode 36, die sich von der Daten- 
B US-Lei tung 20 erstreckt, eine Drain-Elektrode 37, die um 45 
einen ausgewahiten Abstand von der Source-Elektrode 36 
beabstandet ist. und eine Kanalschicht 33, die als ein Pfad 
fur die Tragertransinission bzw. Ladungstragerubertragung 
von der Source-Elektrode 36 zu der Drain-Elektrode 37 und 
uiugekehri wirkt. Hier ist ein Einheitspixelbereich ais ein 50 
Bereich festgelegt, der durch die Gate-Bus-Leitung 10 und 
die Daten-Bus-Leitung 20 begrenzt ist. Eine transparente Pi- 
xcl-Elcktrodc 40 ist inncrhalb des Einhcitspixclbcrcichs 
ausgebiidet. Die transparente Pixel-Elektrode 40 ist um ei- 
nen ausgewahiten Abstand von der Gate-Bus-Leitung 10 55 
und der Daten-Bus-Leitung 20 beabstandet. Die transpa- 
rente Pixel-Hleklrode 40 ist mit der Drain-Elektrode 37 des 
Dunnfilmtransistors 30 verbunden. Eine Speicherelektrode 
31b ist parallel zu der Gate-Bus-T.eitung 10 angeordner und 
zwischen einem Paar von (iate-Bus-Leitungen angeordnet. 60 
Fig. 2 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang einer 
Linie 202/202' der Fig. I genommen ist. Nimmt man Bezug 
auf Fig. 2, so isl die Gate-Elektrode 31a Ciber deni iranspa- 
renien isolierenden Substrat 1 angeordnet, auf dem eine er- 
ste Isolierschicht 2 ausgebildei ist. Eine zweite Isolier- 65 
schicht oder cine Gatc-lsoUerschichl 32 ist auf der ganzcn 
OberHciche eines ersten sich ergebenden Substrats ciusgebil- 
cici, auf dcru die crsre Tsolierschichi 2 und die Gate-Elek- 
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trode 31a ausgebildet sind. Auf einem ausgewahltei* Ab- , 
schnitt der oberen Oberflache der Gate-Isolierschicht 32 ist 
eine Halbleiterschicht 33 angeordnet, die als die Kanal- 
schicht wirkt. Eine Atz-Stopeinrichiung zum Verhindera ei- 
nes Alzens der Halbleiterschicht 33 ist auf einem ausge- 
wahiten Ab schnitt einer oberen Oberflache der Halbleiter- 
schicht 33 vorgesehen und schutzt die darunter liegende 
Halbleiterschicht 33 vor auBeren Einfliissen bzw. vor der 
Umgebung. Die Source-Elektrode 36 und die Drain-Elek- 
trode 37 sind auf der Halbleiterschicht 33 angeordnet, Zwi- 
schen der Sourcc-Elcktrodc 36 und der Halbleiterschicht 33 
und zwischen der Drain-Elektrode 37 und der Halbleiter- 
schicht 33 ist eine ohmsche Kontaktschicht aus dotierten 
amorphen Silicium zum ohmschen Kontakt mit der Source- 
und Drain-Elektrode 36 und 37 angeordnet. 

Fig. 3 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die endang der 
Linie 203/203' der Fig. 1 genommen ist. Nimmt man Bezug 
auf Fig. 3 und Fig. 1, so bildei die Speicher-Elektrode 31b 
einen Speicherkondensator 50 mit der dariiberliegenden 
transparenten Pixel-Elektrode 40 und der Gate-Isolier- 
schicht 32, die dazwischen zwischengeschichtet ist. 

Kehrt man zuriick zur Fig, 1 , so dient die Trennung zwi- 
schen der transparenten Pixel-Elektrode 40 und der Daten- 
Bus-Leitung 20, die dazu benachbart ist, dazu, ein horizon- 
talcs Ubcrsprcchcn zwischen dicscn zu vcrhindcm, Mit ei- 
nem derartigen Aufbau ist es jedoch hiiufig schwierig, so- 
wohl die Speicherkapazitat als auch das Offiiungsverhaltnis' 
ausreichend zu gewahrleisten. Um eine derartige Beschran- 
kung zu beseitigen, wird eine iiberlappte Struktur bereitge- 
stellt, bei der die transparente Pixel-Hlektrode 40 sich mit 
der Daten-Bus-Leitung 20 iiberlappt, wie durch die gestri- 
cheiten Linien der Fig. 1 gezeigt ist. Die uberlappte Struktur 
ermoglicht es, ein hohes Of&iungsverhaltnis von 80% oder 
mehr zu erreichen, aber sie hat immer noch den Nachteil, 
da6 ein vertikales Ubersprechen zwischen einem uberlapp- 
tem Abschnitt der transparenten Pixel-Elektrode 40 und der 
Daten-Bus-Leitung 20 besteht. Zusatzlich wird weiter eine 
Struktur bereitgestellt, die ein Material, das eine vergleichs- 
wcisc nicdrigc Diclcktrizitatskonstantc aufwcist, als die da- 
zwischenliegende IsoKerschicht verwendet, jedoch hat die 
Struktur den Nachteil, daB die Speicherkapazitat abnimmt. 

Dementsprechend ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung ein hohes Offnungsverhaltnis zu erzielen, ohne die 
Speicherkapazitat zu vennindem. 

Die Aufgabe wird durch die Gegenstande der unabhangi- 
gen Anspriiche getost. Vorteilhafte Ausfuhrungsformen ge- 
hen aus den Unteranspriichen her\'or. 

GemaB einem Aspekt der Erfindung wird eine Flussigkri- 
stalianzeige bereitgestellt. Die Russigkristallanzeige um- 
faBt: ^ - 

ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von 
Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Lei- 
tungcn , die normal zu der Anzahl von Gatc-Bus-Lcitungcn 
auf dem transparenten isolierenden Substrat angeordnet 
sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich 
festgelegt ist, der durch ein Paar von Gate-Bus-Leitungen 
und ein Paar von Daten- Bus- Leitungen begrenzt ist; eine er- 
ste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung inner- 
haib des Hinheitspixelbereichs angeordner ist; eine erste Tso- 
lierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; eine 
zweite Elektrode, die bei einem ausgewahiten Abschnitt der 
oberen Oberflache der ersten IsoUerschicht ausgebildet ist; 
eine ersie iranspurenle Elektrode, die innerhalb des Einheits- 
pi.xelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente 
Elektrode um einen ausgewahiten Abstand von der zweilen 
Elektrode beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten 
Elektrode ist; eine zweite isoherende Schicht. die auf der 
oberen Oberfliiche der crsicn isolierenden Schicht ausuebi!- 
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Stand von der zweiten Ele tetrode beabstaadet ist und in 

Kontakt mit der ersten ELektrode ist; 

eine zweite IsoUerschicht, die auf einer oberen Oberfla- 

c he der ersten IsoLierschicht ausgebildet ist die die er- 

ste transparence ELektrode und die zweite Elektrode 5 

enthalt; 

eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten 
IsoLierschicht ausgebiLdet ist, wobei die zweite transpa- 
rente ELektrode teilweise von dem Paar von Gate-Bus- 
Leitungen und von dem Paar von Daten-Bus-Leitungen 10 
ubcrLappt ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode 
durch die zweite IsoLierschicht hindurch ist; und 
ein Schaltelement, das elektrisch mit der zweiten trans- 
parenten Elektrode verbunden ist. 

10. Fliissigkristallanzeige nach Anspruch 9, bei wei- 15 
cher die erste und die zweite transparente Elektrode aus 
demseiben Material hergestellt sind. 
IL Flussigkristallanzeige nach Anspruch 10, bei weL- 
cher die erste und die zweite Elektrode aus Indium- 
zinnoxid sind. 20 

12. Fliissigkristailanzeige nach Anspruch 10, bei wei- 
cher die Dielektrizitatskonstante der zweiten IsoLier- 
schicht kleiner ist als jene der ersten IsoLierschicht. 

13. Fliissigkristailanzeige nach Anspruch 12, bei wel- 
chcr die zweite Isolicrschicht diclcktrisch ist und cine 25 
Dielektrizitatskonstante von ungefahr 2,5 bis ungerdJir 
3,6 hat 

14. Flussigkristallanzeige nach Anspruch 13, bei wel- 
cher die zweite Isolierschicht ein Fotowiderstandsfilm 
ist ^0 

15. Flussigkristallanzeige nach Anspruch 14, bei wel- 
cher der Fotowiderstandsfilm eine Dicke von ungefahr 
1 pm bis ungefahr 3 pm hat. 

16. Flussigkristallanzeige nach Anspruch 9, bei wel- 
cher das transparente isolierende Substrat ein Glassub- 35 
strat ist 

17. FLiissigkristailanzeige nach Anspruch 9, bei wei- 
cher das Schaltelement ein Diinnfilmtransistor ist, . 

18. FliissigkristaLlanzcigc nach Anspruch 9, bei wci- 
cher der zweite Abschnitt der ersten ElekUrode eine 40 
viereckige Platte ist. 

19. FLiissigkristaLlanzeige nach Anspruch 18, bei wel- 
cher die zweite Elektrode LiinsichtLich der Rache klei- 
ner ist, ais die erste Elektrode und innerhalb der ersten 
Elektrode angeordnet ist. 45 

20. Verfahren zur Herstellung einer Fliissigkristailan- 
zeige, die einen ersten Kondensator umfaBt, der durch 
transparente PixeL-Elektroden mit Doppeischichtstruk- 
tur ausgebildet ist, die auf einem transparenten isolie- 
rende n Sub strat ausgebildet sind; und 50 
einen zweiten Kondensator umfaBt, der durch erste und 
zweire Elektroden mit DoppeLschichtstruktur ausgebil- 
det ist., wobci die ersten und zweiten Kondcnsatorcn 
elektrisch mit einem Diinnfibntransistor verbunden 
sind, der Source-, Drain- und Gate-ElekU:oden umfaBt, 55 
wobei das Verfahren folgende Schritte umfaBt: 

die erste Elektrode, eine Gate-Bus-Leitung und die 
Gate-ELektrode wird auf einem transpiurenten isolieren- 
de n Subsrrat ausgebildet, wobei die erste Elektrode 
parallel zu der (late-Bus-Leitung beabstandet ist, und 60 
zwar urn einen ersten Abstand von der Gate-Bus-Lei- 
tung beabstandet; 

eine ersle Isolierschicht wird auf dem ersten sich erge- 
benden Substrat ausgebiLdet, das die Gate-Bus-Leitung 
und die erste Elektrode enthalt; 65 
eine zweite IsoLierschicht wird auf einem ausgewahUcn 
Abschniu einer oberen Oberflache der ersten Isolier- 
schichi Liber der Gaie-Elektrode ausgebilder: 



ein erstes Durchgangsloch in der ersten Isolierschicht 
wird derartig ausgebildet, daB ein ausgewahlter Ab- 
schnitt der ersten Elektrode, der unter der ersten Iso- 
herschicht iiegt freigelegt wird; 
eine erste transparente ElekUrode wird in Kontakt mit 
der ersten Elektrode durch das erste Durchgangsloch 
auf der ersten Isolierschicht ausgebildet; 
gleichzeitig wird eine zweite Elektrode, eine Daten- 
Bus-Leitung senkrecht zu der Gate-Bus-Leitung und 
beabstandet von der ersten transparenten Elektrode, 
und Source- und Drain-Elcktrodcn beabstandet voncin- 
ander auf den ausgewiihlten Abschnitten der oberen 
Oberflache der ersten IsoLierschicht ausgebildet; 
eine zweite Isolierschicht wird auf dem zweiten sich 
ergebenden Substrat, das wenigstens die Drain- Elek- 
Urode und die zweite Elektrode enthaU, ausgebildet; 
ein zweites Durchgangsloch, das einen ausgewahlten 
Abschnitt der Drain-Elektrode freilegt, und ein drittes 
Durchgangsloch, das einen ausgewahlten Abschnitt der 
zweiten Elektrode freilegt, wird in der zweiten Isolier- 
schicht ausgebildet; 

eine zweite transparente Elektrode, die in Kontakt mit 
der Drain-Elektrode ist, wird durch das zweite Durch- 
gangsloch und die zweite Elektrode durch das dritte 
Durchgangsloch auf der zweiten Isolicrschicht ausge- 
bildet, wobei die zweite transparente Elektrode sich 
' teilweise mit der Gate-Bus-Leitung und der Daten- 
Bus-Leitung iiberlappt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die 
zweite Isolierschicht eine Ideinere Dielektrizitatskon- 
stante aufweist, als die erste Isolierschicht. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die 
zweite Isolierschicht eine Dielektrizitatskonstante von 
ungefahr 2,5 bis ungefahr 3,6 aufweist. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die 
zweite Isolierschicht durch Schleuderbeschichten bzw. 
"spin-coating" eines Fotowiderstandsftlras mit einer 
Dicke von ungefahr 1 bis 3 pm ausgebildet wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die er- 
ste Elektrode dasselbe Material aufweist, wie die erste 
und zweite transparente Elektrode. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, bei welchem die er- 
ste Elektrode, die erste und die zweite transparente 
Elektrode aus Indiumzinnoxid ausgebildet sind. 
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opakeQ MetaU, wie z. B. Titan ("Ti"). Tantal ('Ta"). Alumi- 
nium ("Al") Oder MoW auf einem dritten sich ergebenden 
Substrat ausgebildet, auf dem die erste transparenLe Pixei- 
Elektrode 91 abgeschieden wurde, und wirddann niit einem 
Muster versehen. um die Daten-Bus-Leitung 70 beabstandet 5 
um einen ausgewahlien Abstand von der ersten uransparen- 
ten Pixel-Elektrode 91, die Source-Elektrode 94, die Drain- 
Elektrode 85 und die zweiten Elektrode 87 auszubilden. Da- 
nach wird ein Fotoresistfilni bzw. ein Fotowiderstandsfilm 
mit einer vergleichsweise niedrigen Dieiektrizitatskonstante lO 
von ungcfahr2,5 bis ungcfahr 3,6 bis zu clacrDickc von un- 
gefahr 1 um bis ungefahr 3 um schleuderbeschichtet und 
dann ausgehartet, um dadurch eine zweite isolierende 
Schicht 92 auszubilden. Danach wird die zu'eite isolierende 
Schicht 92 durch ein herkommliches Fotolitographieverfah- 15 
ren mit einem Muster versehen, so daB die zweite Elektrode 
87 und die Drain-Elektrode 85 freigelegt werden, wodurch 
das zweite Durchgangsloch 104 und das dritte Durchgangs- 
loch 106 ausgebildet werden. Ais nachstes wird ein transpa- 
renter Leiter, wie z. B. Indiumzinnoxid auf der gesamten 20 
Oberflache eines vierten sich ergebenden Substrats abge- 
schieden, auf den das Durchgangsloch 104 und das dritte 
Durchgangsloch 106 ausgebildet sind, und mit einem Mu- 
ster versehen, um die zweite transparente Pixel-Elektrode 93 
auszubilden, die in Kontakt mit der zwcitcn Elektrode 87 25 
durch das zweite Durchgangsloch 104 bei C2 und der Drain- 
Elektrode 85 des Dunnfilmtransistors 80 durch das dritte 
Durchgangsloch 106 bei C3 ist. Zu dieser Zeit wird die 
zweite transparente Pixel-Elektrode 93 derartig ausgebildet, 
daB sie sich teilweise mit der Daten-Bus-Leitung 70 und der 30 
Gate-Bus-Leitung 60 uberlappt. 

Wie oben beschrieben wurde, kann gemafi der vorliegen- 
den Erfindung, da zwei Speicherkondensatoren fur einen 
Einheitspixel der Russigkristallanzeige bereitgestellt sind, 
ausreichend Speicherkapazitat gewahrleistei werden. Infol- 35 
gedessen wird die BildquaUtat verbessert. 

Da weiter die Pixel-Elektrode aus transparenten Elektro- 
den mit Doppelschichtstruktur von unteren und oberea 
transparenten Elcktrodcn bcstcht und die untcrc transparente 
Elektrode um einen groBen Abstand von der Daten-Bus-Lei- 40 
tung aufgrund der Existenz der oberen transparenten Elek- 
trode beabstandet werden kann, kann ein horizontales Uber- 
sprechen zwischen der Daten-Bus-Leitung und der Pixel- 
Elektrode verhindert werden. Dariiberhinaus, da ein Mate- 
rial mit vergleichsweise niedriger Dieiektrizitatskonstante 45 
fur einen ^Speicherkondensator in dem sich iiberlappenden 
Abschnitt eines erstreckten Abschnitts der oberen Pixel- 
Elektrode und der Daten-Bus-Leitung verwendet wird, kann 
ein vertikales Obersprechen verhindert werden. Dariiberhin- 
aus kann, da die obere transparente Elektrode sich zu ausge- 50 
wahken Abschnitten der Daten-Bus-Leitung und der Gate- 
Bus-Leitung erstreckt, die hohe Offnung gewahrleistet war- 
den. 

Paten tan spriic he 55 

1. Hussigkristallanzeige, die tolgendes umtaiSt: 
ein transparentes isolierendes Siibsrrat; 
eine Anzahl von Gare-Bus-T,eitungen und eine An7.ahl 
von Daten-Bus-Leitungen, die senkrecht zu der Anzahl 6rj 
von Gate-Bus-Leitungen auf dem transparenten isolie- 
renden Substrat angeordnet sind, wobei ein Einheitspi- 
xelbereich durch einen Bereich festgelegt isl, der durch 
ein Paai' von Gate-Bus-Leitungen und ein Paar von Da- 
ten-Bus-Leitungen begrenzi ist; 65 
eine erste Elektrode. die parallel zu der Gaie-Bus-Lei- 
tung innerhalb des Einheiispixelbereichs angeordnet 
isr; 
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eine erste Isolierschicht, die auf der ersten Elejktrode 
ausgebildet ist; 

eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewahlten Ab- 
schnitt einer oberen Oberflache der ersten Isolier- 
schicht ausgebildet ist; 

eine erste transparente Elektrode, die innerhalb des 
EinheitspLxelbereichs ausgebildet ist, wobei die erste 
transparente Elektrode um einen ausgewahlten Ab- 
stand von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in 
Kontakt mit der ersten Elektrode ist; 
cine zweite IsoEcrschicht, die auf der oberen Oberfla- 
che der ersten Isolierschicht ausgebildet ist, die die er- 
ste transparente Elektrode und die zweite Hektrode 
enthiilt; 

eine zweite transparente Elektrode, die auf der zweiten 
Isolierschicht ausgebildet ist, wobei die zweite transpa- 
rente Elektrode teilweise im Uberiapp mit dem Paar 
von Gate-Bus-Leitungen und dem Paar von Daten- 
Bus-Leitungen ist und in Kontakt mit der zweiten Elek- 
trode durch die zweite Isolierschicht hindurch ist; und 
ein Schaltelement, das elektrisch mit der zweiten trans- 
parenten Elektrode verbunden ist. 

2. FlussigkristaUanzeige nach Anspruch 1, bei welcher 
die erste und die zweite Elektrode aus demselben Ma- 
terial ausgebildet ist. 

3 . Riissigkristallanzeige nach Anspruch 2, bei welcher 
die erste und die zweite transparente Elektrode Indium- 
zinnoxid ist. 

4. Russigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher 
die erste Elektrode aus demselben Material wie die Da- 
ten-Bus-Leitung ist. 

5. Russigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher 
das transparente isolierende Substrat ein Glassubstrat 
ist. 

6. FlussigkristaUanzeige nach Anspruch 1, bei welcher 
das Schaltelenient ein DiinnfiLnitransistor ist. 

7. Russigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher 
die zweite isolierende Schicht hinsichtlich der Dieiek- 
trizitatskonstante klcincr ist, als die erste isolierende 
Schicht 

8. Russigkristallanzeige nach Anspruch 7, bei welcher 
die zweite isolierende Schicht dielektrisch ist und eine 
Dieiektrizitatskonstante von ungefahr 2,5 bis etwa 3,6 
aufweist. 

9. Russigkristallanzeige mit einem hohen Offnungs- 
verhaltnis, die folgendes umfaBt: 
ein transparentes isolierendes Substrat; 
eine Anzahl von Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl 
von Daten-Bus-Leitungen, die nonnal bzw. senkrecht 
zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen auf dein trans- 
parenten isolierenden Substrat angeordnet sind, wobei 
einEinheitspixelbereich durch einen Bereich festgelegt 
ist, der durch cin Paar von Gatc-Bus-Lcitungcn und cin 
Paar von Daten-Bus-Leitungen begrenzt ist; 
eine erste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Lei- 
tung innerhalb des Einheitspixelbereichs angeordnet 
ist, wobei die erste Elektrode einen ersten Abschnitt 
mit einer ersten Breite und einen zweiten Abschnitt mit 
einer zweiten Breite, der groRer ist, als die erste Breite, 
uinfaBt; 

eine erste Isolierschicht, die auf der ersten Elektrode 
ausgebildet ist; 

eine zweite Elektrode. die bei eineiu ausgewahlten Ab- 
schnitt einer oberen Oberflache der ersten Isolier- 
schicht ausgebildet ist; 

eine erste transparente Elektrode^ die innerhalb des 
Einheitspi.xelbereichs ausgebildet ist, wobei die ersie 
Transparente Elektrode um einen ausgewahlten Ab- 
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halb des Einheitspixelbereichs ausgebildet. Die erste txans- 
parente Pixel-Elektrode 91 ist um einen ausgewahlten Ab- 
stand von der Gate-Bus- Leitung 60, der Daten-Bus-Leitung 
70, dem zweiten Abschnitt der ersten Elelctxode 81b und 
dem Dunnaimtransistor 80 beabstandel. Die erste Lranspa- 5 
rente ?ixel-Elek:trode 91 Qberlappt sich mil dem ersten Ab- 
schnitt der ersten Elelarode 81b. Auf der ersten transparen- 
ten Pixei-Elekitrode 91 ist eine zweite transparente Pixel- 
Elektrode 93 (Oder vierte Elektrode) niit einer dazwischen- 
liegenden Isolierschicht angeordnet. Die zweite transparente iO 
Pixcl-Elcktrodc 93 iibcrlappt sich vollstandig mit der ersten 
Elektrode 81b und der ersten transparenten Pixel-Elektrode 
91 und sie ist teilweise mit der Gate-Bus-Leitung 60 und der 
Daten-Bus-Leitung 70 uberlappt. Der erste Abschnitt der er- 
sten Elektrode 81b ist in Kontakt mit der dariiberiiegenden 15 
ersten transparenten Pixel- Elektrode 91 bei CI und der 
zweite Abschnitt der ersten Elektrode 81b ist in Kontakt mit 
der dariiberiiegenden zweiten Elektrode 87 bei G2. Der 
Dtinnfilmtransistor beinhaltet eine Source-Elektrode 84, die 
sich von der Daten-Bus-Leitung 70 erstreckt. Eine Drain- 20' 
Elektrode 85, die um einen ausgewahlten Abstand von der 
^>ource-Elektrode 84 beabstandet ist, eine Gate-Elektrode 
81a, die sich von der Gate-Bus-Leitung 60 aus erstreckt, und 
eine Kanalschicht 83 einer Halbleiterschicht, wie z. B. 
amorphcs Silizium. Die Kanalschicht 83 licfcrt cincn Pfad 25 
fur den Hufi von Tragem von der Source-Elektrode 84 zu 
der Drain-Elektrode 85 oder umgekehrt. Die Drain-Elek- 
trode 85 des Diinnfilmtransistors 80 ist in Kontakt nait der 
dariiberiiegenden zweiten transparenten Pixel-Elektrode 93 
beiC3. 

Fig. 5 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang der 
Linie 205-205* der Fig. 4 genommen ist. Nimmt man Bezug 
auf Fig. 5, so ist eine erste isolierende Schicht 82 mit einer 
hohen dielektrischen Konstante auf einer oberen Oberflache 
der ersten Elektrode 81b ausgebildet. Ein erstes Durch- 35 
gangsloch 102 ist bei einem ausgewahlten Abschnitt der er- 
sten Isolierschicht 82 ausgebildet. Die erste transparente Pi- 
xel-Elektrode 91 ist in Kontakt mit der ersten Elektrode 81b 
durch das crstc Durchgangsloch ' 102 bei CI. Die zweite 
Elektrode 87 ist auf einem ausgewahlten Abschnitt der er- 40 
sten Isolierschicht 82 ausgebildet. Auf der ersten Isolier- 
schicht 82, die die erste transparente Pixel-Elektrode 91 und 
die zweite Elektrode 87 enthalt, ist eine zweite Isoherschicht 
92 mit einer relativ niedrigen Dieiektrizitatskonstante von 
2,5-3,6 ausgebildet. Die zweite transparente Pixel-Elek- 45 
trode 93 ist auf der zweiten Isolierschicht 92 ausgebildet und 
in Kontakt mit der darvmterliegenden zweiten Elektrode 87 
durch das zweite Durchgangsloch 104 C2. Ausgehend von 
der obigen Struktur wird ein erster Speicherkondensator 
SCI durch die erste transparente Pixel-Elektrode 91, die 50 
zweite transparente Pixel-Elektrode 93 und die zweite Iso- 
lierschicht 92, die dazwischen liegt, ausgebildet. Ein zweiter 
Spcichcrkondcnsator SC2 wird durch die crstc Elektrode 
81b, die zweite Elektrode 87 und die erste Isoherschicht 82, 
die dazwischen liegt, ausgebildet. Bei der vorhegenden 55 
Ausfuhrungsform sind der erste und der zweite Speicher- 
kondensator SCI und SC2 parallel mit dem Hussigkristall- 
kondensator CLC geschaltet, wie in Fig. 7 gezeigt ist. 

Fig. 6 ist. eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang ei- 
ner Linie 206-206' der Fig. 4 genommen ist und zeigt den 6U 
DUnntilmrransistor und einen benachbarten Abschnitt da- 
von. 

Niinnil taan Bezug auf Fig. 6, so wird, wie in Fig. 4 be- 
schrieben ist, die Gate-Elektrode 81a und die erste Elektrode 
Sib auf dern transpcurenten isolierenden Substrat20() ausge- 65 
bilder, und sie sind uni einen ausgewahlten Abstand vonein- 
ander beabstandet. Die erste Isolierschicht 82 ist auf dern- 
Suhsiral 200 ausgcbitdcl. das die ( ^alu-Elcktrodc Sla und 



die erste Elektrode 81b enthalt. Die Halbleiterschicht 83 des 
amorphen Siliziums ist bei einem ausgewahlten Abschnitt 
der oberen Oberflache der ersten Isoherschicht iiber der 
Gate-Elektrode 8ia ausgebildet. Die vSource-Elektrode 84 
und die Drain-Elektrode 85 sind auf der Halbleiterschicht 83 
und der ersten Isoherschicht 82 ausgebildet und sie sind 
voneinander um einen ausgewahlten Abstand beabstandet. 
Die Drain-Elektrode 85 ist in Kontakt mit der zweiten trans- 
parenten Pixel-Elektrode 93, und zwar durch ein drittes 
Durchgangsloch 106 bei C3. Die Drain-Elektrode 85 ist um 
cincn ausgewahlten Abstand von der Sourcc-Elcku-odc 84 
beabstandet. Die Kanalschicht 83 stellt einen Pfad fiir den 
RuB von Tragern von der Source-Elektrode 84 zu der Drain- 
Elektrode 85 Oder umgekehrt bereit. Die Drain-Elektrode 85 
des Dunnfiimtransistors 80 ist in Kontakt mit der dariiberUe- 
genden zweiten transparenten Pixel-Elektrode 93 bei C3. 
Wie in Fig. 5 beschrieben ist, ist die zweite transparente Pi- 
xel-Elektrode 93 ebenso in Kontakt mit der zweiten Elek- 
trode und zwar durch das zweite Durchgangsloch 104. 

Obwohl es in Fig, 6 nicht gezeigt ist, kann ein Material 
fur einen Atzstopper bzw. eine Atz-Stoppeinrichtung auf der 
Halbleiterschicht 93 ausgebildet werden, wie in Fig. 2 ge- 
zeigt ist, und eine dotierte amorphe Siliziumschicht, z. B. 
eine N-H amorphe SiUzium-("a-Si") Schicht fiir einen ohm- 
schcn Kontakt mit Source- und Drain-Elcktrodcn 84 und 85 
kann jeweihg z wise hen der Halbleiterschicht 83 und den 
Source- und Drain-EIektroden 84 und 85 liegen. 

Wie in der Ersatzschaltung der Fig. 7 gezeigt ist, ist der 
erste Speicherkondensator SCI und der zweite Speicherkon- 
densator SC2 parallel beziiglich des Elussigkristallkonden- 
sators CLC bzw. der FliissigkristaU-Kapazitiit CLC geschal- 
tet. Deshalb kann die vorhegende LC:D eine ausreichende 
Kapazitat fur ein hohes Offnungsverhaltnis gewahrleisten. 
Da die erste transparente Pixel-Elektrode 91 nicht mit der 
Daten-Bus-Leitung 70 uberlappt, wie in Fig. 4 gezeigt ist, 
wird ein Ubersprechen dazwischen verhindert. 

Als nachstes wird unter Bezugnahme auf die beigefligten 
Zeichnungen ein Verfahren zur Herstellung einer Fliissigkri- 
stallanzcigc mit der obcn bcschricbcncn Struktur beschrie- 
ben. 

Ein erster Leiter aus opaken Me tall, wie z. B. Titan ("Ti"), 
Tantal ("Ta"), Aluminium ("Al") oder MoW wird auf dem 
transparenten isolierenden Substrat 200 abgeschieden und 
dann mit einem Muster versehen, um die Gate-Elektrode 
Sla, die erste Elektrode 81b, die als die untere Elektrode des 
zweiten Speicherkondensators SC:2 wirkt, und die C^ate- 
Bus-Leitung 60 auszubilden. Mittlerweile kann als der erste 
Leiter die transparente Elektrode, wie z, B. Indiumzinnoxid 
ebenso zur Vereinfachung des Herstellungsprozesses ver- 
wendet werden. Danach wird die erste Isolierschicht 82 oder 
die Gate-Isolierschicht mit einer vergieichsweise hohen Di- 
eiektrizitatskonstante auf der gesamten Oberflache eines er- 
sten sich crgcbcndcn Substrats ausgebildet, auf dern die 
Gate-Elektrode Sla, die erste Elektrode 81b und die Gate- 
Bus-Leitung 60 ausgebildet wurden. Danach wird die Halb- 
leiterschicht 83 aus amorphen Sihzium auf einem ausge- 
wahlten Abschnitt der ersten Isoherschicht 82 ausgebildet. 
Das erste Durchgangsloch 102 wird durch Atzen eines aus- 
gewahlten Abschnitts der ersten Isolierschicht 82 ausgebil- 
det, so daR eine obere Oberflache der ersten Elektrode 81b 
freigelegt wird. . Danach wird ein transparenies leitendes 
Material, wie z. B. Indiumzinnoxid auf der gesamten Ober- 
Qiiche eines zweiten sich ergebenden Substrats, dai das erste 
Durchgangsloch 102 enthalt. abgeschieden und dann mit ei- 
nem Nduster versehen, um dadurch die erste transparente Pi- 
xel-Elektrode 91 auszubilden, die in Kontakt mit der darun- 
terliegenden ersten Elektrode 8 lb bei CI ist, wie in Fig. 5 
iic/ci^i isi. Als nachstes wird cin /wcitcr fxitcr aus eincru 
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det ist, die die erste transparente Elektrode und die zweite 
Elektrode enthalt; eine zweite transpaxente Elektrode, die 
auf der zweiten Isolierschicht ausgebildet ist, wobei die 
zweite transparente Elektrode teilweise im tJberlapp mit 
dera Paar von Gate-Bus-Leitungen und dem Paar von Da- 5 
ten-Bus-Leitungen ist und in Koniakt mit der zweiten Elek- 
trode durch die zweite Isolierschicht ist; und ein Schaltele- 
iiient, das elektrisch mit der zweiten transparenten Elektrode 
hindurch verbunden ist. 

GemaB einem weiteren Aspekt umfaBt eine nUssigkri- to 
stalianzcigc folgcndcs: 

Ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von 
Gate-Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Lei- 
tungen, die normal zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen 
auf dem transparenten isolierendea Substrat angeordnet 15 
sind, wobei ein Hinheitspixelbereich durch einen Bereich 
festgelegt ist, der durch ein Paar von Gate-Bus-Leitungen 
und ein Paar von Daten-Bus-Leitungen begrenzt ist; eine er- 
ste Elektrode, die parallel zu der Gate-Bus-Leitung inner- 
halb des Einheitspixelbereich angeordnet ist, wobei die erste 20 
Elektrode einen ersten Abschnitt mit einer ersten Breite und 
einen zweiten Abschnitt mit einer zweiten Breite, die groBer 
ist, als die erste Breite, umfaBt; eine erste Isolierschicht, die 
auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; eine zweite Elek- 
trode, die bci cincm ausgcwahltcn Abschnitt cincr obcrcn 25 
Oberfiache der ersten Isolierschicht ausgebildet ist; eine 
transparente Elektrode, die innerhalb des Einheitspixelbe- 
reichs ausgebildet ist, wobei die erste transparente Elektrode 
um einen ausgewahlten Ab stand von der zweiten Elektrode 
beabstandet ist und in Kontakt mit der ersten Elektrode ist; 30 
eine zweite Isolierschicht, die auf einer oberen Oberfiache 
der ersten isoUerenden vSchicht ausgebildet ist, die die erste 
transparente Elektrode und die zweite Elektrode enthalt; 
eine zweite aansparente Elektrode, die auf der zweiten iso- 
Uerenden Schicht ausgebildet ist, wobei die zweite transpa- 35 
rente Elektrode teilweise im Uberlapp mit dem Paar von 
Gate-Bus-Leitungen und dem Paar von Daten-Bus-Leitun- 
gen ist und in Kontakt mit der zweiten Elektrode durch die 
zweite Isolierschicht hindurch ist; und cin Schaltclcmcnt, 
das elektrisch mit der zweiten transparenten Elektrode im 40 
Kontakt ist. 

GemaB einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren fur 
eine Fliissigkristallanzeige bereitgestellt, die einen ersten 
Kondensator umfaBt, der durch transparente Pixel-Elektro- 
den mit Doppelschichtstruktur ausgebildet ist, die auf einem 45 
transparenten isolierenden Substrat ausgebildet sind; und ei- 
nen zweiten Kondensator umfaBt, der durch die erste und 
zweite Elektrode mit Doppelschichtstruktur ausgebildet ist, 
wobei der erste und zweite Kondensator elektrisch mit ei- 
nem Diinnfibntransistor in Kontakt ist, der Source-, Drain- 50 
und Gate-Elektroden umfaBt. Das Verfahren umfaBt fol- 
gende Schritte: Die erste Elektrode, eine Gate-Bus-Leitung 
und die Gatc-Elcktrodc wird auf cincm transparenten isolie- 
renden Substrat ausgebildet. wobei die erste Elektrode par- 
allel zu der Gate-Bus-Leitung Angeordnet ist, und zwar um 55 
ein erstes Intervall von der Gate-Bus-Leitung beabstandet; 
eine erste Isoherschicht wird auf einem ersten sich ergeben- 
den Substrat ausgebildet, das die Gate-Bus-Leitung und die 
erste Elektrode enthiilr; eine Halbleirerschicht wird auf ei- 
nem ausgewahlten Abschnitt einer oberen Oberftiiche der 60 
ersten Isolierschicht liber der Gate- Elektrode ausgebildet: 
ein erstes Durchgangsloch wird in der ersten isolierenden 
Schichi derarlig ausgebildet, daB ein ausgewahlter Ab- 
schnitt der ersien Elektrode, der unter der ersten Isolier- 
schicht liegt freigelegt ist; eine erste transparente Elektrode 65 
isi in Kontakt mit der ersten Elektrode durch da^: crsrc 
Durchgangsloch auf der ersten Isolierschicht; eine zweite 
]i!w?ktrnrio, cine Dcitcn-Bus-Lcirune senkrcchr /ii der Gate- 
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Bus-Leitung und beabstandet von der ersten transparenten ' 
Elektrode und Source- und Drain-Elektroden beabstandet 
voneinander werden auf den ausgewahlten Abschnitten der 
oberen Oberfiache der ersten Isolierschicht gleichzeidg aus- 
gebildet; 

eine zweite Isoherschicht wird auf einem zweiten sich erge- 
benden SubsL'at. das wenigstens die Drain-Elektrode und 
die zweite Elektrode enthalt, ausgebildet; ein zweites 
Durchgangsloch, das einen ausgewalilten Abschnitt der 
Drain-Elektrode freilegt, und ein dxittes Durchgangsloch, 
das cincn ausgcwahltcn Abschnitt dor zweiten Elektrode 
freilegt, wird in der zweiten Isolierschicht ausgebildet; und 
eine zweite transparente Elektrode in Kontakt mit der Drain- 
Elektrode wird durch das zweite Durchgangsloch und die 
zweite Elektrode durch das dritie Durchgangsloch auf der 
zweiten Isolierschicht ausgebildet, wobei die zweite trans- 
parente Elektrode teilweise im Uberlapp mit der Gate-Bus- 
Leitung und der Daten-Bus-Leitung ist. 

Die beigefugten Zeichnungen zeigen bevorzugte Ausfuh- 
rungsformen der Erfindung. Bei der folgenden Beschrei- 
bung verschiedener Ausfuhrungsformen werden weitere 
Merkmale ofifenbart. Dabei konnen verschiedene Merkmale 
unterschiedlicher Ausfuhrungsformen miteinander kombi- 
niert werden. 

Fig. 1 ist cine vcrcinfachtc Draufsicht cincr hcrkommli- 
chen Fliissigkristallanzeige. 

Fig. 2 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die endang der 
Linie 202-202' der Fig, 1 genommen ist 

Fig. 3 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die endang ei- 
ner Linie 203-203' der Fig. 1 genommen ist. 

Fig. 4 ist eine vereinfachte Draufsicht des Einheitspixel- 
bereichs in einer Hussigkrisiallanzeige der vorliegenden Er- 
findung. 

Fig. 5 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang ei- 
ner Linie 205-205* der Fig. 4 genonmien ist. 

Fig. 6 ist eine vereinfachte Schnittansicht, die entlang ei- 
ner Linie 206-206' der Fig. 4 genommen ist. 

Fig. 7 ist ein Ersatzschaltbild. 

Im folgenden werden ausgcwahltc Ausfuhrungsformen 
der vorliegenden Erfindung detailliert unter Bezugnahme 
auf die beigefugten Zeichnungen beschrieben. 

Fig. 4 ist eine vereinfachte Draufsicht eines Einheitspi- 
xelbereichs in einer Fliissigkristallanzeige der vorliegenden 
Erfindung. 

Nimmt man Bezug auf Fig. 4, so sind eine Gate-Bus-Lei- 
tung 60 und eine Daten-Bus-Leitung 70, die senkrecht zu 
der Gate-Bus-Leitung 60 angeordnet ist, auf einem transpa- 
renten isoherenden Substrat 200, wie z. B. einem Glassub- 
stxat angeordnet. Auf einem Kreuzungspunkt bzw. Schnitt- 
punkt der Gate-Bus-Leitung 60 und der Daten-Bus-Leitung 
70 bzw. in der Nahe davon ist ein Diinnfilmtransistor 80 an- 
geordnet. Hier ist ein Einheitspixelbereich als ein Bereich 
fcstgclcgt, der durch die Gatc-Bus-Lcitung 60 und die Da- 
ten-Bus-Leitung 70 begrenzt ist. Bei einem zentralen Ab- 
schnitt des Einheitspixelbereichs ist eine erste Elektrode 81b 
Oder eine untere Elektrode parallel zu der Gate-Bus-Leitung 
60 angeordnet. Die erste Elektrode 81b besteht aus einem 
ersten Abschnitt und einem zweiten Abschnitt mit zueinan- 
der unterschiedlichen Breiten. Der erste Abschnitt ist nahe 
an der Daten-Bus-Leitung 70, wohingegen der zweite Ab- 
schnitt in einem Abstand von der Daten-Bus-Leitung 70 isi. 
Der erste Abschnitt ist hinsichtlich der Breite groBer als der 
^.vveile AbschnitL. Der erste Abschnitt hat eine viereckige 
Plattenstruktur. Auf dem zweiten Abschnitt der ersten Elek- 
trode 81b ist eine zweite Elektrode oder eine obere Elek- 
trode 87 cincr viereckigen Plattenstruktur mit einer Isolier- 
schicht. die dazwischen liegt, argeordnej. Eine erste rrans- 
purcnic Pi Ncl-Elckt rede fodur drtto l:lckintdc) 9\ isi inner- 



